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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 подготовка выпускников к научно-исследовательской и научно-производственной деятельности в части

разработки радиационных технологических процессов при создании полупроводниковых изделий микро- и

наноэлектроники

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники

2.1.2 История и методология науки и техники в области электроники

2.1.3 Конструирование светоизлучающих устройств

2.1.4 Конструирование фотопреобразователей

2.1.5 Методы математического моделирования

2.1.6 Современные методы диагностики и исследования наногетероструктур

2.1.7 Физика квантоворазмерных полупроводниковых гетерокомпозиций

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Высоковакуумное оборудование в наноэлектронике

2.2.2 Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (английский язык)

2.2.3 Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (немецкий язык

2.2.4 Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (французский язык)

2.2.5 Приборы и устройства магнитоэлектроники

2.2.6 Приборы и устройства на основе наносистем

2.2.7 Проектирование и технология электронной компонентной базы

2.2.8 Технология материалов экстремальной электроники

2.2.9 Элионная технология в микро- и наноиндустрии

2.2.10 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.11 Преддипломная практика

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ОПК-1: Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность

проблем, определять пути их решения и оценивать эффективность сделанного выбора, применять в

профессиональной деятельности глубокие знания фундаментальных наук, знания в междисциплинарных областях

Знать:

ОПК-1-З1 Современное состояние мировых разработок в области использования радиационно-технологических процессов

в электронике.

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Знать:

ПК-2-З1 Характеристики основных видов ионизирующих излучений, основные механизмы передачи энергии и первичные

радиационные эффекты

ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство

Знать:

ПК-1-З1 Характеристики, технические возможности и ограничения основных изотопных и генерирующих источников

радиационного воздействия, базовые и специальные термины

УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в

междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить

наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и

экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий

Знать:

УК-1-З1 Основные подходы к решению проблемных ситуаций при разработке и применении радиационно-

технологических процессов для электронных приборов.
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ПК-4: Способность выявлять и реализовывать перспективные направления исследований в области физики,

химии, микро- и нанотехнологий гетерокомпозиций полупроводниковых и диэлектрических материалов с целью

получения недеградирующих микро- и наноструктур с контролируемыми свойствами и требуемыми

эксплуатационными параметрами

Знать:

ПК-4-З1 Особенности поведения основных электрофизических параметров полупроводников, диэлектриков и приборных

структур при различных видах радиационного воздействия

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Уметь:

ПК-2-У1 Рассчитывать физические параметры, характеризующие взаимодействие различных видов излучений с

полупроводниковыми кристаллами

ПК-4: Способность выявлять и реализовывать перспективные направления исследований в области физики,

химии, микро- и нанотехнологий гетерокомпозиций полупроводниковых и диэлектрических материалов с целью

получения недеградирующих микро- и наноструктур с контролируемыми свойствами и требуемыми

эксплуатационными параметрами

Уметь:

ПК-4-У1 Разрабатывать план экспериментальных радиационно-технологических исследований и оценивать результаты из

измерений электрических параметров полупроводниковых устройств

ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство

Уметь:

ПК-1-У1 Выбирать оптимальный вид и источник радиационного воздействия для решения определенной технологической

задачи

ОПК-1: Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность

проблем, определять пути их решения и оценивать эффективность сделанного выбора, применять в

профессиональной деятельности глубокие знания фундаментальных наук, знания в междисциплинарных областях

Уметь:

ОПК-1-У1 Определять основную задачу в решении стоящей проблемы при разработке радиационно-технологических

процессов при изготовлении полупроводниковых структур, уметь находить пути решения и анализировать эффетивность

принятого решения.

УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в

междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить

наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и

экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий

Уметь:

УК-1-У1 Прогнозировать изменение основных параметров и характеристик полупроводниковых приборов при

использовании радиационно-технологических процессов при производстве и применении изделий электронной техники.

Владеть:

УК-1-В1 Методами анализа основных результатов использования радиационно-технологических процессов при

производстве и применении приборов электроники.

ПК-4: Способность выявлять и реализовывать перспективные направления исследований в области физики,

химии, микро- и нанотехнологий гетерокомпозиций полупроводниковых и диэлектрических материалов с целью

получения недеградирующих микро- и наноструктур с контролируемыми свойствами и требуемыми

эксплуатационными параметрами

Владеть:

ПК-4-В1 Навыками разработки оптимальных режимов и условий радиационного технологического процесса,

обеспечивающих достижение требуемых значений электрических параметров полупроводниковых устройств

ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство

Владеть:

ПК-1-В1 Навыками экспериментального (расчетно-экспериментального) исследования комплекса основных параметров

полупроводниковых приборов на этапах облучения и стабилизирующего отжига

ОПК-1: Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность

проблем, определять пути их решения и оценивать эффективность сделанного выбора, применять в

профессиональной деятельности глубокие знания фундаментальных наук, знания в междисциплинарных областях

Владеть:

ОПК-1-В1 Применять на практике разработанные режимы проведения радиационно-технологических процессов для

различных классов полупроводниковых приборов и ИС.

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Владеть:

ПК-2-В1 Опытом расчета числа смещенных атомов и потерь энергии на ионизацию в полупроводниковых материалах и
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структурах при заданных параметрах радиационного воздействия


